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	Рис. 1. Зависимость времени жизни носителей заряда от температуры в образцах кремния с многократно заряженными центрами.


Управление временем жизни носителей заряда в полупроводниках является одной из важных проблем современной электроники. Наименьшее время жизни носителей заряда достигается легированием кремния отдельными примесными атомами или в результате радиационной обработки. Однако существенное увеличение времени жизни носителей заряда (до 101÷103 с) хотя и является очень актуальной задачей, тем не менее, его удалось достичь лишь в структурах сверхрешеток. Поэтому представляет особый интерес исследование времени жизни носителей заряда в кремнии с многозарядными нанокластерами атомов марганца. 
Кремний с максимальными зарядовыми состояниями кластеров атома марганца был получен по технологии [1] и имел p-тип проводимости с удельным сопротивлением ( ( (6÷8) ·103 Ом·см. Время жизни носителей заряда исследовано методом затухания фотопроводимости, при освещении светом с импульсом в области h( = 0.2 ÷ 0,6 эВ. Установлено, что в таких материалах как время нарастания, так и время затухания фотопроводимости имеют аномально большие долговременные характеры, а также в них наблюдается аномально-высокая примесная фотопроводимость в исследуемой области спектра. Исследования показали, что в таких материалах, дырки имеют аномально большое время жизни, значения которых достигаются до ( (103 с. Такое большое время жизни сохраняется до Т=140 К, а дальше рост температуры приводит к его уменьшению. Однако следует отметить, что даже при достаточно высоких температурах время жизни остаются достаточно высокими (рис. 1). Эти результаты показали, что кремний с нанокластерами атомов Mn является уникальным материалом и может быть использован в разработках более эффективных солнечных элементов и фотоприемников. 
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